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論 文 内 容 要 旨          
 近年の高度に発達した無線通信システムにおける要求を満足するため，構成部品であるマイクロ波高出力増
幅器(Microwave High Power Amplifier, PA)には高出力，高効率，低歪などの特性が求められる．PAを構成する基本
デバイスにもPA と同様な特性が求められ，GaAs(Gallium Arsenide)の優れた電子輸送特性とバイポーラトランジ
スタの利点を併せ持つGaAs HBT(Heterojunction Bipolar Transistor)は，それらの要求を満足するデバイスとして実
用化が待望されていた．本論文は， GaAs HBTの高性能化を可能とする構造・方式を提案し，それらをPAに適
用して実証することによってGaAs HBTの実用化に繋げた結果をまとめたものであり，全編 7章よりなる．  























また，WSi/SiON が T 型形状であるため，エミッタ‐ベース電極間の短絡を確実に防ぐことができる．エミッタ














RE=REP+RECとなる．コレクタ電流分布の計算から均一動作に必要な REが 6~10Ω であることを導出した．また，
REP=4Ωであることが実測から求まり，RECとして 2～6 Ωが必要であることが判った．提案した構成では REC＝
3.3 Ωとなり，所望のエミッタバラスト抵抗値を工程追加やパターンサイズの拡大なく実現できた．提案したエミ
ッタコンタクト抵抗によるエミッタバラスト抵抗を採用した10フィンガHBTを試作し，周波数12GHzにおいて，











































第 5 章は，AlGaAs/GaAs HBT の熱抵抗低減に関する研究である．電力密度の高いHBT において課題であった
放熱性を改善するため，新しい放熱構造を提案した．図4に提案したエミッタエアブリッジを用いた放熱板付HBT
の断面構造を示す．構造的な特徴は，エミッタ電極間をエアブリッジで接続し，各フィンガ間に放熱板を設けて
いることである．提案した構造における放熱性の利点は，①2 方向の熱流の発生，②放熱板による GaAs 基板へ
の放熱エリアの拡大，③エミッタエアブリッジを介した熱交換によるフィンガ間温度分布の均一化，である． 2
方向の熱流のうち，1 方向の熱流は従来と同様，直接 GaAs 基板へ放熱する．もう 1 方向の熱流は，発熱源から





























ACLR(Adjacent Channel Power Leakage Ratio)=－48dBcとトップクラスの特性を達成した． 













を採用した． 2 段 PA に上記バイアス回路構成を適用することによって， IB一定モードと VB一定モードで前段
と後段の利得・位相を補償することができ，2 段 PA トータルでの歪特性を改善している．さらに，GSM/EDGE
デュアルモード・トリプルバンド PA に上記バイアス回路を適用し，EDGE モードで要求される歪特性の指標で
あるEVM(Error Vector Magnitude)のスペックを満足した．GSMモードにおいて，900MHz帯で出力電力35.5dBm, 
電力付加効率 50%，1800/1900MHz 帯で出力電力 33.4dBm, 電力付加効率 45%を実現した．EDGE モードにおい





路を CMOS で構成することが考えられる．また，低歪化に関しても，DPD(Digital Pre-Distortion)や ET(Envelop 
Tracking)技術の進展に伴い，PA の歪を外部回路で補償することが小型低消費電力の CMOS で可能になりつつあ
る．従って，HBT には CMOS で実現できない高効率化や高周波化が強く求められるようになると考えられる．
このように，機能分担が進むと，異なる基本デバイスで構成された機能ブロック間の組合せ技術が重要となり，
今後，CMOS を代表とする他のデバイスとの最適組合せ技術と HBT の特徴をさらに伸ばしていく研究開発が重
要度を増すと考えられる． 
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